
 

Fig. 1. (a) SEM image of GeSn layer with 11.5% Sn grown at 523 K, and 

EDS maps of (b) Ge L and (c) Sn L. (d) SEM image of GeSn layer with 

11.5% Sn grown at 548 K, and EDS maps of (e) Ge L and (f) Sn L. 

 

Fig. 2. (a) SEM image of GeSn layer with 8.4% Sn grown at 573 K, and 

EDS maps of (b) Ge L and (c) Sn L of (a). The dashed line corresponds 

to domain C. 
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【はじめに】直接遷移が可能な GeSnは光デバイスへの応用が期待される材料である。GeSn 薄膜

形成において、結晶性の向上や Sn析出の抑制などの課題がある。これまでに、我々はスパッタエ

ピタキシー法を用いて Si 基板上への GeSn 薄膜の形成を試み、結晶性の優れた GeSn 薄膜の形成

に成功してきた[1]。本研究では、GeSn薄膜の結晶成長における Sn析出の挙動について報告する。 

【実験方法】Si 基板上に GeSn 薄膜をスパッタエピタキシー法により形成した。成膜中の基板温

度は 473 - 573 Kとし、Sn 組成比が 8.4,および 11.5%の GeSn薄膜を作製した。作製したサンプル

をオージェ電子分光法(AES)、およびエネルギー分散型 X線分光法（EDS）により評価した。 

【結果および考察】図１に 523 Kおよび 548 Kの成膜温度で作製した Sn組成比 11.5%の GeSn 薄

膜の表面 SEM像および EDSマップを示す。523 Kでは比較的平坦な表面かつ均一な組成分布が観

察された（Figs. 1(a)-1(c)）。一方、548 Kでは Sn組成が大きく Ge組成が小さい微粒子が観察され

た（Figs. 1(d)-1(f)）。この Sn 組成の大きな微粒子は、11.5%の Sn組成比において、548 Kの成膜温

度では Sn析出が起こることを示唆している。図２に 8.4%の Sn組成比において、573 Kの成膜温

度で形成した GeSn 薄膜の表面 SEM像および EDS マップを示す。ドメイン Bは Sn 組成の大きな

微粒子を示しており、ドメイン A および Cは GeSn 基板表面であり、ドメイン C はラフネスが大

きな領域を示している。EDS マッ

プの結果から、ドメイン C は Sn組

成が小さくGe組成が大きいことが

わかる。ドメイン C におけるラフ

ネスの増大および Sn組成比の減少

は Snの表面偏析に起因していると

考えられ、析出した Sn組成の大き

な微粒子の移動がGeSn薄膜のラフ

ネスの増大や組成比のばらつきを

引き起こしていると考えられる。本

発表では、AES 測定の結果も報告

する予定である。 
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